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1. はじめに 

本研究室ではこれまでに、ガラス基板上に RF スパッタリング法により製膜した InSb 膜に対し熱処

理を加えることで移動度の高い InSb 薄膜の実現を目指してきた[1]。熱処理の際、InSb 膜上に形成し

た SiO2 キャッピング膜が組成変化を抑え移動度の向上に有効であることを報告してきた。キャッピ

ング膜を SiO2膜からより緻密な SiN 膜に変更し、効果を検証した。 

2. 実験及び結果 

ガラス上に RF スパッタ法を用いて InSb 薄膜を 300 nm 製膜し、連続して 50 nm の SiN薄膜を N2ガ

スと Si ターゲットを用いた反応性スパッタにより製膜した。その後、熱処理として、480 – 500℃, 0 – 

60 sの RTA（Rapid Thermal Annealing）を行ない、結晶性および HALL 移動度を評価した。 

結晶性評価として、分光光度計を用いて反射率測定を行った結果を Fig.1 に示す。480 – 500℃ 0 s

の熱処理を行った試料は InSbの結晶形成に起因する三つのピーク(310, 520, 660 nm)が確認できたこ

とから、いずれの条件でも結晶化していることが確認できた。続いて、van der Pauw 法を用いて HALL

移動度を測定した結果を Fig.2 に示す。RTA 温度が高くなるほど、HALL 移動度の増加が確認でき、

熱処理時間を延ばすことでHALL移動度の増加が確認された。SiNを用いたキャッピングにおいても、

SiO2同様に移動度向上に有効であることが分かった。 

 

Fig.1 Reflectance spectra                      Fig.2 HALL mobility 
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